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の 波長で ， 約 200mW の パ ワ
ーに 調節 して 用 い て い る 。　 後方散乱光を ダブ ル モ ノ ク ロ メ

ー
タ

ーで 分光 し， フ ォ トマ ル で 検出 し て い る 。

〔結果〕

　C24K お よび C36K の ，温度 80K で の ，　 H2 吸収前と吸収後 の ス ペ ク トル を， 図 2， 3 に示

す。 1610 　cni
− 1

付近の ピー
ク の 幅が，　 C　24　K ，　 C　

36K と もに ，
　 H2 吸収に よ っ て減少して い る 。

しか し， ピー
ク の 位置 の シ フ トは認 め られ な か っ た 。 C36　K の ， 1580　cm

− 1
付近 の ピー

クは ，

詳 し い 解析 が困難で ある 。 C36K の 2 つ の ピ ー
ク の 積分強度 の 比 は ，　 H2 吸収 の 前後 で大 きな

変化 は 認め られなか っ た 。 こ れ らの こ と に つ い て ， さらに 詳 し く調 べ ，そ の 原 因 に つ い て 検討

す る予定で あ る 。
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9．1 ペ ロ ブス カイ ト型 イ オ ン 結晶 KMgF3

　　　中の Ni2 ＋
イ オ ン の ペ ア ス ピ ン 共 鳴

　2 ア ル カ リ金属 グ ラ フ ァ イ ト層間化合物 の

　　　水素吸収下 の 伝導電子 ス ピ ン 共鳴
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1． ペ ロ プ ス カ イ ト型イ オ ン 結晶 KMgF3 に低濃度 （＜ 3 ％ ）で Ni　2＋ を ドープ する と， 適当

な 濃度 に な る と Ni2
＋

が F
一
をは さん で超交換相互 作用に よっ て 結合 し 孤立 し た ス ピ ン 対 を

形成す る 。 こ の ス ピ ン 対の ESR に つ い て 報告す る 。

　 Fig 。1 が Ni 濃度 α ＝ 1．43 ％ の 測定ス ペ ク トル で あ る 。 中心 部に 大き さ F
一
核 と の sht

構造をと もな っ て い る 。 こ れ か ら結合方向上 に あ る FM の 2S 軌道 へ の Ni2＋
の 3d 電子の し

み 出 し の 割合 fs として 4 ％ 程度 と い う大 きな値 を得た 。

　 Fig ．2 は 同 じ試料 の 強度の 温度変化で あ る 。 破線は 常磁性帯磁 率 と 3 ＝ 1 の Population

を考慮 した 理 論曲線で あ る 。 こ れ か ら交換相互 作用
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の 結合 定tu　」 と し て ノ ；− 139　cm
− 1

を得た 。

　な お ペ ァ ス ピ ン 共鳴は Z ＜ 0．12 （％）， 1 ＞ 2．6 で は 測定され な か っ た 。

2． ア ル カ リ金属 グラ フ ァ イ ト層間化合物 C24K に 窒素温度で H2 ，　 D2 を物理 吸着 させ 4．2K

・一　77・K の 間で y 値 ， 静帯磁率 Xe ， 横緩和時 間 T2 を測定 した 。

　　Fig ．3 は 窒素温度で の C24K の CESR ス ペ ク トル で あ る 。 こ れ に H2 ．　 D2 を吸収 させ る

　と強度 が減 り伝導電子 が挿入層 へ 引 きもど され た こ と を示 した 。 こ の 傾向は D2 の 方が顕著

で あ っ た 。

　 Fig ．4 ， 5 は そ れ ぞれ C24K （D2 ）の g 値 ， お よび Xo の 測定結果で あ る 。 20K 以下 で と

　もに 大き く変化 し て い る の は 局在ス ピ ン と の 相互作用に よ る もの と考え られ る 。
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